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Abstract of EP0660467 

In the case of an optoelectronic element having a 
laser chip (1 ) as light emitter and lens coupling 
optics (6) for defined emission of the radiation 
produced in the laser chip (1), the intention is for 
the lens coupling optics (6) arranged directly in 
front of the laser chip (1 ) to be adjusted and 
stably fixed in a simple fashion and for the 
element to be efficiently produced in the wafer 
structure. The laser chip (1) is arranged on a 
common carrier (2) between two carrier parts (3, 
4), whose side faces which are next to the 
resonator faces of the laser chip (1 ) are provided 
with mirror layers (5) and are inclined with 
respect to the resonator faces at an angle of 45 
DEG , so that the radiation produced in the laser 
chip (1) is directed almost vertically upwards 
relative to the surface of the common carrier (2), 
and the lens coupling optics (6) are arranged on 
at least one carrier part (3) in such a way that the 
radiation produced in the laser chip (1) is incident 
on the lens coupling optics almost 
perpendicularly. 
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© Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung. 



© Bei einem optoelektronischen Bauelement mit 
einem Laserchip (1) als Lichtsender und einer Lin- 
senkoppeloptik (6) zum definierten Abstrahlen der im 
Laserchip (1) erzeugten Strahlung soil die unmittel- 
bar vor dem Laserchip (1) angeordnete Linsenkop- 
peloptik (6) auf einfache Weise justiert und stabil 
fixiert und das Bauelement im Waferverband rationell 
hergestellt werden. Der Laserchip (1) ist auf einem 
gemeinsamen Trager (2) zwischen zwei Tragerteilen 
(3, 4) angeordnet, deren den Resonatorflachen des 
Laserchips (1) benachbarte Seitenflachen mit Spie- 
gelschichten (5) versehen und zu den Resonatorfla- 
^ _chen in einem-Winkel von 45 ^ geneigt sind, so daB 

1 ctte^rrHzaserchtprtt)-erzeagte-Strahlung-zur Oberfla~ 

^ che des gemeinsamen Tragers (2) nahezu senkrecht 
nach oben gerichtet ist. und auf mindestens dem 
einen Tragerteil (3) ist die Linsenkoppeloptik (6) so 
angeordnet, daB die im Laserchip (1) erzeugte Strah- 
lung auf diese nahezu senkrecht auftrifft. 
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Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches 
Bauelement mit einem Laserchip als Lichtsender 
und einer Linsenkoppeloptik zum definierten Ab- 
strahlen der im Laserchip erzeugten optischen 
Strahlung sowie ein Verfahren zu dessen Herstel- 5 
lung. 

Optoelektronische Bauelemente mit einer Lin- 
senkoppeloptik sind bekannt und beispielsweise in 
der EP-A-0 412 184 beschrieben. 

Derartige Opto-Halbleiterbauelemente dienen io 
insbesondere als Lichtsendebauelemente zum Kop- 
peln an Lichtwellenleiter. Die fur die optische Kopp- 
lung zwischen einem Hal bleiter- Laser und einem 
Lichtleiter, beispielsweise einer Glasfaser, insbe- 
sondere in der optischen Oaten- und Nachrichten- 75 
technik verwendeten, bekannten Bauelemente lei- 
den in der Regel darunter, daB sie wegen der 
Abstrahlung der koharenten Strahlung des Laser- 
chips von dessen Kante, d.h. in dessen Montage- 
ebene, teure Einzelkomponenten und aufwendige 20 
Montageprozesse erfordern. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
optoelektronisches Bauelement der eingangs ge- 
nannten Art derart auszubilden, daB eine unmittel- 
bar vor dem Laserchip angeordnete Linsenkoppe- 25 
loptik auf einfache Weise justiert und stabil fixiert 
werden kann und ein besonders rationales Verfah- 
ren zu-dessen- Herstellung anzugeben; das sowohl 

eine vereinfachte Montage des Laserchips als auch 

der mechanischen Verbindungs- und optischen Ab- 30 

bildungselemente im Waferverband ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein 
optoelektronisches Bauelement mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1 und durch ein Verfahren zu des- 
sen Herstellung nach Anspruch 9 gelost. 35 

Vorteilhafte Ausgestaltungen bzw. Weiterbil- 
dungen der Erfindung sind Gegenstand zusatzli- 
cher Anspruche. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste- 
hen insbesondere darin, daB das optoelektronische 40 
Bauelement einen Aufbau besitzt, der unter Nut- 
zung von Komponenten und Techniken der Mikro- 
mechanik und Mikrooptik sowohl eine vereinfachte 
Montage des Laserchips auf einem Subtrager 
(Submount) als auch eine besonders rationelle Her- 45 
stellung einer Vielzah! derartiger Bauelemente im 
Scheibenverband erlaubt. Dabei konnen gleichzei- 
-tig-alle-mechanischerrVerbindungs- und"optisclien 
Abbildungselemente sowie die Laserchips montiert 
und dann vereinzelt werden. Das optoelektronische so 
Bauelement zeichnet sich durch einen raumsparen- 
den Aufbau, eine mechanisch stabile Linsenkoppe- 
loptik und eine definierte Abstrahlcharakteristik aus. 

Anhand eines in den Figuren der Zeichnung 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiels wird die Erfin- 55 
dung im folgenden naher erlautert. 
Es zeigen 

FIG 1 ein optoelektronisches Bauelement im 



Schnitt und 

FIG 2 ein optoelektronisches Bauelement 
beim Herstellen im Waferverband. 
Das in FIG 1 als Einzelbauelement und in FIG 
2 im Scheibenverband dargestellte optoelektroni- 
sche Bauelement besteht im wesentlichen aus ei- 
nem Laserchip 1 als Lichtsender und einer Linsen- 
koppeloptik 6 zum definierten Abstrahlen der im 
Laserchip erzeugten optischen Strahlung. Der La- 
serchip 1 ist auf einem gemeinsamen Trager 2 
angeordnet, der vorzugsweise aus Silizium besteht 
und als Submount beispielsweise auf die Boden- 
platte eines TO-Gehauses montiert werden kann. 
Der Laserchip 1 ist auf dem gemeinsamen Trager 
2 zwischen zwei Tragerteilen 3, 4 angeordnet de- 
ren den optischen Resonatorflachen des Laser- 
chips 1 benachbarte Seitenflachen mit Spiegel- 
schichten 5 versehen und zu den Resonatorflachen 
in einem Winkel von 45 0 geneigt sind, so daB die 
im Laserchip 1 erzeugte koharente Strahlung zur 
Oberflache des gemeinsamen Tragers 2 nahezu 
senkrecht nach oben umgelenkt wird. Die beiden 
Tragerteile 3, 4 bestehen vorzugsweise aus Glas 
und weisen ein trapezformiges Profil auf. Insbeson- 
dere zur Vereinfachung der Justage und Befesti- 
gung dieser beiden Tragerteile 3, 4 ist es vorteil- 
haft, in dem gemeinsamen Trager 2 hierzu passen- 
de Vertiefungen-bzw: Graben~vorzuseheri, in die 
die Tragerteile 3, 4 dann eingefugt und darin befe- 
stigt sind. Als Spiegelschichten 5 sind auf den 
benachbarten Seitenflachen der Tragerteile 3, 4 
zweckmaBig Schichten aus dielektrischem Material 
aufgebracht. Auf mindestens dem einen Tragerteil, 
in diesem Ausfuhrungsbeispiel auf dem Tragerteil 
3, ist die Linsenkoppeloptik 6 so angeordnet und 
befestigt, daB die im Laserchip 1 erzeugte Strah- 
lung auf diese nahezu senkrecht auftrifft 

Die Linsenkoppeloptik 6 ist vorzugsweise ein 
Linsenchip mit integrierter refraktiver und/oder dif- 
fraktiver Linse. Dieser Linsenchip bzw. die Linsen- 
koppeloptik 6 kann auch den Laserchip 1 uber- 
spannend auf beiden Tragerteilen 3, 4 justiert und 
fixiert sein. Der Linsenchip besteht je nach der vom 
Laserchip 1 emittierten Weilenlange zweckmaBig 
aus einem entsprechend durchlassigen Glas Oder 
Halbleitermaterial wie Silizium, Siliziumkarbid oder 
Galliumphosphid. Der Linsenchip, der als Linsen- 
— koppeiopfik b einseitig™ auT~riur einem TrSgerteil 
Oder beidseitig auf beiden Tragerteilen 3, 4 ange- 
ordnet werden kann, wird vorteilhaft mit seiner 
strukturierten und/oder gekrummten Seite nach un- 
ten, d.h. dieser dem Laserchip 1 zugewandten Sei- 
te auf das eine Oder auf beide Tragerteile 3, 4 
aufgebracht und befestigt. Eine solche Anordnung 
ist insbesondere toleranzfreundlicher als eine An- 
ordnung mit auBerer Krummung bzw. Struktur. Als 
Linsenkoppeloptik 6 kann auBer einem Linsenchip 
mit integrierter Linse beispielsweise auch eine Ku- 
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gellinse Oder Zylinderlinse verwendet werden, die 
in einer Offnung in einem Linsentrager befestigt ist, 
der z.B. aus Silizium besteht. 

Fur bestimmte Anwendungen des optoelektro- 
nischen Bauelements wird zweckmaBig auf dem 5 
einen der beiden Tragerteile 3, 4 oder auf dem 
Linsenchip, sofern dieser auf beiden Tragerteilen 3, 
4 aufgebracht ist, ein Monitor-Chip 7 derart ange- 
ordnet und befestigt, dafi von diesem ein Teil der 
vom Laserchip 1 erzeugten optischen Strahlung io 
empfangbar ist. Zu diesem Beispiel ist der Monitor- 
chip 7 auf dem Tragerteil 4 befestigt und empfangt 
das vom Laserchip 1 emittierte und vom Spiegel 5 
ref lekti erte Laser- Ruckseiten licht. 

GemaB, einer besonders vorteilhaften Ausfuh- 75 
rung des erfindungsgemafien optoelektronischen 
Halbleiterbauelementes, das in einem Waferver- 
band gleichzeitig in einer Vielzahl hergestellt wer- 
den kann, ist gemaB FIG 1 und 2 eine vorzugswei- 
se aus Silizium bestehende Scheibe als gemeinsa- zo_ 
mer Trager 2 bzw. Submount mit geeigneten me- 
tallischen Strukturen 8 zur Bondung der Laserchips 
1 versehen. In diesem Trager 2 werden zweckma- 
Big parallele Vertiefungen bzw. Graben beispiels- 
weise von einigen 100um Breite und Abstand ge- 25 
atzt. Die Grabentiefe kann von einem bis zu eini- 
gen 100um betragen. In diese Vertiefungen Oder 

auf-den gemeinsamen-Trager 2 diFekt werden-Tra 

gerteile 3, 4 vorzugsweise in Gestalt von Prismen- 
streifen mit trapezformigem Profil, bei dem sich die 30 
Verlangerungen der beiden Seitenflachen in einem 
rechten Winkel schneiden, eingebracht und ano- 
disch oder durch Lottechnik gebondet. Die benach- 
barten Seitenflachen der Tragerteile 3, 4 sind mit 
Spiegelschichten 5 versehen. Mit Vorteil werden 35 
dielektrische Spiegel aus Schichtfolgen wie Si0 2 - 
Ti02, SiCVSi, Al 2 0 3 -Si oder Kombinationen dieser 
Schichtenfolgen oder anderer dielektrischer Schich- 
ten angebracht. Die schmalere Oberseite der pris- 
menformigen Tragerteile 3, 4 kann mit einer lotfa- 40 
higen Metallschichtstruktur 9 z.B. aus Ti-Pt-Au, Cr- 
Pt-Au, Ti-Ni-Au, Ti-Pt-AuSn, Ni-Au oder anderen 
lotfahigen Schichten versehen werden. 

Zum Aufbau der Lasereinheit bzw. des opto- 
elektronischen Bauelements werden nun auf die 45 
auf dem gemeinsamen Tragerteil (Si-Submount) 
-vorgesehenen Metallpads bzw. metallischen Struk- 
-tul^n--8^ie^raserehips-il-die-au^der dem Trager-2 
zugewandten Unterseite je nach Anforderung mit 
einer Lotschicht aus AuSn, AuGe, AuSi, PbSn oder 50 
anderen lotfahigen Schichten von ca. mm bis 
10am Dicke versehen sind, in einem definierten 
Abstand vor den Tragerteilen 3, 4 festgelotet. Die 
erforderliche Energie fur die Lotung kann durch 
verschiedene Verfahren, wie HF-Heizung, WIG-Hei- 55 
zung, Heatpipe-Heizung oder durch Laserstrahlung 
in die zu befestigende Unterseite des Laserchips 1 
eingekoppelt werden. Von Vorteil ist es, den ge- 
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meinsamen Trager 2 (vorzugsweise Siliziumschei- 
be) so vorzuheizen, dafi die fUr den Lotvorgang 
erforderliche Temperatur mit wenig Zusatzenergie 
erreicht wird. Um diese besonders niedrig zu hal- 
ten, kann durch bestimmte MaBnahmen, z.B. Ein- 
schnitte zwischen den einzelnen Laserchips 1, die 
von deren Unterseite bis zu den Tragerteilen 3, 4 
gehen konnen, der AbfluB der zugefuhrten Energie 
zu den Nachbarchips stark reduziert werden. Die 
Oberseite des Laserchips 1 wird mit einem dafiir 
vorgesehenen Pad auf dem gemeinsamen Trager 2 
verbunden. 

Die besondere Ausfuhrung des Lasersub- 
mounts, d.h. des gemeinsamen Tragers 2, mit re- 
flektierenden prismenformigen Tragerteilen 3, 4 zur 
Strahlumlenkung ermoglicht es nun, das in der 
Halbleitertechnik ubliche, bisher bei den bekannten 
Laser^Kantenstrahlern nicht anwendbare Testen auf 
einem Standardwaferprober mit nur einem zusatzli- 

_ .chen optischen MeBkopf zur Erfassung der opto- 
elektronischen GroBen einzusetzen. 

Nach der Messung kann die Scheibe (Wafer) 
wahlweise in die einzelnen Submounts (Trager 2) 
aufgetrennt werden, wobei jeder Submount (Trager 
2) einen Laserchip 1 und je einen Teil der prismen- 
formigen Tragerteile 3, 4 vor der Vorder- und 
Ruckseite des Laserchips 1 enthalt. Das Auftren- 

— nen-der-Seheibe-bzwr das Vereinzeln-der-Bauele — 
mente bzw. deren Submounts geschieht gemaB 
FIG. 2 langs der Trennspuren 10. Die Aufteilung 
der Scheibe, vorzugsweise Siliziumscheibe (Trager 
2) in einzelne Submounts kann auch bereits vor 
Montage der Laserchips 1 vorgenommen werden. 
Die Submounts konnen dann einzeln weiterverar- 
beitet werden. 

Vor oder nach der Vereinzelung der Sub- 
mounts wird dann eine Linsenkoppeloptik 6 hier in 
Gestalt eines Linsenchips, dessen Linse refraktiv 
und/oder diffraktiv sein kann, aktiv Oder passiv, d.h. 
mit oder ohne Laserbetrieb als Hilfsmittel, Liber der 
Spiegelschicht 5 des Tragerteils 3 vor der Vorder- 
seite des Laserchips 1 in x- und y-Richtung justiert 
und zweckmaBig durch eine Lotung oder Klebung 
auf der Oberflache des Tragerteils 3 befestigt. Die 
erforderliche Energie fur die Lotung kann z.B. 
durch eine Stromdirektheizung des Linsenchips 

— oder— durch Strahlungsheizung durch einen Laser - 

— (Halbterter^l^istaTTgslaser^ 

ser usw.) in den Linsenchip eingebracht werden. 
Das notwendige Lot kann z.B. durch Aufdampfen 
auf den Linsenchip aufgebracht worden sein, das 
dann zur Fixierung unter Druckkontakt zur Unterla- 
ge (Tragerteil 3) aufgeschmolzen wird. Der Warme- 
widerstand des Tragerteils 3, beispielsweise Glas- 
prismas, ist so bemessen, daB nur eine unwesentli- 
che Erwarmung des Materials des Tragers 2, bei- 
spielsweise Si-Substrats, beim Lotvorgang erfolgt. 
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Die Summe der Abstande Vorderseite des La- 
serchips 1 - Tragerteil 3, Tragerteil 3 - Linsenchip 
6 plus optische Dicke der Linse im Linsenchip 6 
ergibt die Gegenstandsweite der optischen Abbil- 
dung. Diese kann bei festem Abstand Tragerteil 3 - 5 
Linsenchip 6 und fester optischer Dicke der Linse 
im Linsenchip 6 allein uber eine Lateralverschie- 
bung, also Anderung des Abstandes der Vordersei- 
te des Laserchips 1 zum Tragerteil 3 hin oder von 
diesem weg eingestellt bzw. variiert werden. Die z- 10 
Justage ist so auf eine einfache Lateraljustage 
transformiert worden. Damit lafit sich die Abbildung 
des Laserflecks sehr einfach auf den Kern einer 
Lichtleitfaser, die sich in einem vorgegebenen Ab- 
stand vor der Linse des Linsenchips 6 befindet, 75 
einstellen. 

Die verwendeten Linsenchips konnen in einem 
ScheibenprozeB durch spezielle photolithographi- 
sche und atztechnische Prozesse hergestellt wer- 
den. Das Linsenmaterial wird je nach den technic 20 
schen Anforderungen ausgewahlt. Fur Wellen Ian- 
gen grdBer 1,1 um wird mit Vorteil Silizium verwen- 
det, fur kurzere Wellenlangen spezielle Glaser oder 
Halbleitermaterial wie z.B. Galliumphosphid oder 
Siliziumkarbid. Silizium kann aber auch nur Trager 25 
fur Linsen sein. Die Verwendung von Silizium er- 
gibt bezuglich Temperaturanderungen einen be- 
-sonders-stabilen Aufbau, da gemeinsamer TrageT 2 
(Submount), Tragerteile 3, 4 (z.B. Glasprismen) 
und Linsenkoppeloptik 6 (Linsenchips) in den in 30 
Frage kommenden Temperaturintervallen nahezu 
gleichen Ausdehnungskoeffizienten haben. 

Falls erforderlich, kann auf der Oberseite des 
einen Tragerteils 4, das dem Tragerteil 3 gegen- 
uberliegt, das die Linsenkoppeloptik 6 tragt, eine 35 
geeignete Monitordiode 7 in der Weise aufgebracht 
werden, daB ein Teil der Diode uber die auf dem 
Tragerteil 4 aufgebrachte Spiegelschicht 5 hinaus- 
ragt. Somit konnen die aus dem hinteren Spiegel 
(hintere Resonatorseite) des Laserchips 1 austre- 40 
tenden und an der benachbarten Spiegelschicht 5 
nach oben reflektierten Photonen (Ruckseitenlicht) 
uber das transparente Substrat des Monitorchips 7 
den pn-Ubergang der Monitordiode erreichen. Bei 
Monitordioden mit nichttransparentem Substrat wird 45 
die Diode mit dem pn-Obergang nach unten auf 
das Tragerteil 4 aufgebracht. Der Monitorchip 7 



Gehauses montiert werden. 

Es ist von Vorteil, die Lichteintrittsflache der 
Monitordiode 7 und die Linsenkoppeloptik 6, insbe- 
sondere die Linse, mit einer optischen Vergutung 
zur Verminderung der Reflexionsverluste zu verse- 
hen. 

Patentanspruche 

1. Optoelektronisches Bauelement mit einem La- 
serchip als Lichtsender und einer Linsenkoppe- 
loptik zum definierten Abstrahlen der im Laser- 
chip erzeugten Strahlung, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Laserchip (1) auf einem 
gemeinsamen Trager (2) zwischen zwei Tra- 
gerteilen (3, 4) angeordnet ist, deren den Re- 
sonatorflachen des Laserchips (1) benachbarte 
Seitenflachen mit Spiegelschichten (5) verse- 
hen und zu den Resonatorflachen in einem 
Winkel von 45 * geneigt sind, so daB die im 
Laserchip (1) erzeugte Strahlung zur Oberfla- 
che des gemeinsamen Tragers (2) nahezu 
senkrecht nach oben gerichtet ist, und daB auf 
mindestens dem einen Tragerteil (3) die Lin- 
senkoppeloptik (6) so angeordnet und befestigt 
ist, daB die im Laserchip (1) erzeugte Strah- 
lung auf diese nahezu senkrecht auftrifft. 



2. 



Bauelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der gemeinsame Trager 
(2) aus Silizium besteht. 

Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Tragerteile (3, 4) 
aus Glas Oder aus Silizium bestehen und ein 
trapezformiges Profil aufweisen. 

Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager- 
teile (3, 4) in Vertiefungen im gemeinsamen 
Trager (2) eingefiigt sind. 

Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daB die Spiegel- 
schichten (5) auf den benachbarten Seitenfla- 
chen der Tragerteile (3, 4) Schichten aus die- 
lektrischem Material sind. 



Kann aoer auch uber def Dhsehkoppeloptik 6 ange^ 
ordnet werden oder in ihn integriert sein, sofern 
sich beispielsweise ein Linsenchip uber beide Tra- 50 
gerteile 3, 4 erstreckt. 

Nach optoelektronischer PrOfung konnen die 
gemeinsamen Trager 2 (Submounts), auf denen 
sich Laserchip 1, Tragerteile 3 und 4, Linsenkoppe- 
loptik 6 und Monitorchip 7 befinden, also die Mikro- 55 
module, wie ein ublicher Halbleiterchip in Die- und 
Wirebondtechnik auf einen vorgesehenen Gesamt- 
trager, beispielsweise die Bodenplatte eines TO- 



6. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daB die Linsen- 
koppeloptik (6) ein Linsenchip mit integrierter 
refraktiver und/oder diffraktiver Linse ist. 

7. Bauelement nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Linsenchip aus Silizi- 
um, Siliziumkarbid, Galliumphosphid oder aus 
Glas besteht. 
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8. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem 
einen der beiden Tragerteile (3, 4) oder auf der 
Linsenkoppeloptik (6) ein Monitor-Chip (7) der- 

art angeordnet und befestigt ist, daB von die- 5 
sem ein Tell der vom Laserchip (1) erzeugten 
optischen Strahlung empfangbar ist. 

9. Verfahren zum Herstellen einer Vielzahl opto- 
elektronischer Bauelemente nach einem der 
Anspruche 1 bis 8 im Scheibenverband, da- 
durch gekennzeichnet, daB in eine Silizium- 
Scheibe als gemeinsamen Trager (2), die mit 
geeigneten metallischen Strukturen zur Bon- 
dung der Laserchips (1 ) versehen wird, vonein- 
ander beabstandete, parallele Vertiefungen ein- 
geatzt werden, daB in diese Vertiefungen als 
Tragerteile (3, 4) Prismenstreifen mit trapezfor- 
migem Profil eingebracht und anodisch oder 
durch Lottechnik gebondet werden, deren be- 
nachbarte Seitenflachen mit Spiegelschichten 
(5) versehen sind, daB die Laserchips (1) in 
einem definierten Abstand vor den Tragerteilen 
(3, 4) angeordnet und befestigt werden. und 
daB dann die Silizium-Scheibe in die einzelnen 
Bauelemente im Bereich der Tragerteile (3, 4) 
aufgetrennt wird. 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn 
zeichnet, daB das Vereinzeln der Silizium- 30 
Scheibe vor dem Aufbringen der Laserchips - 
(1) vorgenommen wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Linsenkoppeloptik 
(6) ein Linsenchip uber der Spiegelschicht (5) 
des einen Tragerteils (3) vor der Vorderseite 
des Laserchips (1) in x- und y-Richtung justiert 
und durch Lotung Oder Klebung auf der Ober- 
flache des Tragerteils (3) befestigt wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB uber der Spie- 
gelschicht (5) des zweiten Tragerteils (4) vor 
der Ruckseite des Laserchips (1) ein Monitor- 45 
Chip (7) justiert und fixiert wird. 
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